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本論文は、 0.13μm 以下の微細パターンを必要とする ULSI デバイス回路パターンを作製するための高精度X線マ













等倍X線マスク描画用に開発された 100kV 可変矩形 EB 露光装置 EB-X 3 の特徴とその描画結果の評価について述
べた。加速電圧を100kV にしたことにより、 50nmL&S パターンが形成でき、メンプレンプロセスとの組み合わせ
により近接効果が小さくなった。また、温度の制御により、 10nm の描画位置再現性が得られ、 100nm デバイスに対
応可能な等倍X線マスク描画が可能となった。初めて高精度等倍X線作製プロセスに適用し高精度マスクを完成させ









X線マスクは、 X線が透過する厚さ 2μm 程度の薄いメンブレン膜上に厚さ数100nm の金属の X線吸収体マスクパー
ンを形成したものである。メンプレン膜は一般にシリコンウエハ上に堆積して、マスク部分のシリコンを選択エッチ













を示している o さらに、高精度電子ビーム描画を行ってマスクを作製し、 ULSI デバイスパターンのX線露光を行い
総合合わせ精度42.4nm (38) を実現して、 ULSI デノ〈イス作製に必要な精度が達成できることを実証している。
このように本論文は、 X線リソグラフィー技術の高精度化を行って最先端の電子デバイスプロセスを開発し、エレ
クトロニクスの発展に大きく貢献しており、学位(工学)論文として価値あるものと認められる。
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